Cw. 12. TECHNOLOGIA | WEA $CIWO $CI POLIMEROWYCH REZYSTOROW
GRUBOWARSTWOWYCH

CEL CWICZENIA 1. Zapoznanie si z technologi polimerowych warstw grubych na przyktadzie elemant
rezystywnych
2. Okrélenie wptywu rodzaju i zawarfoi fazy podstawowej (sadzy) i/lub temperatury utivania
polimerowych warstw rezystywnych na ich podstawowasciwosci elektryczne (rezystancja
powierzchniowa i jej rozrzut, charakterystyki temgterowe, gagcy temperaturowy wspotczynnik
rezystancji) oraz na odporfo tych elementéw na podwszone narzenia srodowiskowe (szoki
wysokotemperaturowe, naenia wilgotndciowe + proces regeneracji termicznej)

PRZEBIEG CWICZENIA

Grupa otrzymuje 6 prébek testowych zrezystoraminpelowymi. W pierwszym etapie nale zrealizowé
Punkt 1, wykonujc pomiary dla wszystkich otrzymanych padfoPunkty od 2 do 4 powinny w miamazliwosci
by¢ realizowane réwnolegle (po 2 probkizmiace sé oznaczeniem partii dla danego rodzaju testu).

1. POMIAR ROZRZUTU TECHNOLOGICZNEGO DLA RO ZNYCH PARTIl REZYSTOROW
POLIMEROWYCH

Nalezy wyznaczy¢ warta¢ srednig rezystancji partii elementéw, odchylenie standesglooraz wspéiczynnik

zmienndci (Tabelall.1).

2. POMIAR CHARAKTERYSTYK TEMPERATUROWYCH R=f(T) REZYST OROW POLIMEROWYCH
Pomiary naley przeprowadzi z wykorzystaniem stolika grzejnego z programowalastawy temperatury. Pomiary

i analiz przeprowad#i dla dwoéch rezystorow z dwéch prébek znéj partii w zakresie temperatury 25+115 °C ze
skokiem 10 °C.

W oparciu 0 wyniki pomiarow natg okresli¢ (porowng) GTWR oraz AR/Rysc = f(T) dla poszczegdblnych partii
rezystoréw polimerowych (Tabela 11.2). Wydié zaleznos¢ AR/Rysec = f(T).

3. POMIAR ODPORNO $CI WARSTW POLIMEROWYCH NA NARA ZENIA WIIGOTNO SCIOWE
Eksperyment nafyy wykona dla dwéch probek z vhiej partii. W Tabelill.3 naky zapisg wartdgci rezystancji
przed narzeniem (R). Nastpnie umidci¢ prébki w naczyniu nad powierzchnivrzacej wody (nasycona para
wodna), a nagpnie podda probki regeneracji w suszarce w temperaturze £25C%as poszczegollnych etapow
oraz pomiary zgodnie z Rys. 1.
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Rys. 1. Przebieg testu odpofobna naraenia wilgotngciowe

4. POMIAR ODPORNO SCI WARSTW POLIMEROWYCH NA SZOKI TERMICZNE
Eksperyment nalgy przeprowadz dla dwéch prébek z vbiej partii. W Tabeli 11.4 naty zapisé wartaci
rezystancji przed naraniem (R). Nastpnie podda probki naraeniom zgodnie z Rys. 2.
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Rys. 2. Przebieg testu odposobna szoki termiczne
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Tabela 11.1REZYSTANCJA POLIMEROWYCH REZYSTOROW GRUBOWARSTWOWYC
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Wyznaczy¢ rezystancje srednia R , odchylenie srednie kwadratowe S, = \r =l

(gdzie n— liczba mierzonych struktur, R;— wartosc rezystancji dla i-tego rezystora) oraz

wspolczynnik zmiennosci V), = %

| n(n—1)




Tabela 11.2. ZALENOSC REZYSTANCJI POLIMEROWYCH REZYSTOROW

GRUBOWARSTWOWYCH OD TEMPERATURY

Oznaczenie warstwy:

Nr rezystora

Nr rezystora

T (°C)

R (T)

AR/RZSOC

R (T)

AR/RZSOC

25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

GTWR

GTWR

Oznaczenie warstwy:

Nr rezystora

Nr rezystora

T (°C)

R (T)

AR/Rgsoc

R (T)

AR/Rgsoc

25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

GTWR

GTWR




Tabela 11.3. NARKENIA WILGOTNOSCIOWE POLIMEROWYCH REZYSTOROW
GRUBOWARSTWOWYCH

Warstwe
Narazenie Suszenie
Ro

Nr. rezystora R AR/R, R AR/Ry

1

N oo~ WIN

8

Wartasci
Srednie

Warstwe
Narazenie Suszenie
Ro

Nr. rezystora R AR/Ry R AR/R,

1

N o oM~ lODN

8

Wartasci
Srednie

Wyznaczy srednie zmiany rezystancipdR/Ro)s po nharaeniu wilgotngciowym (= 100% wilgotndci
wzglednejz 95 °C, 20 min.) i po procesie suszenia (125 °Gniz0)




Tabela 11.4. SZOKI WYSOKOTEMPERATUROWE POLIMEROWYQREZYSTOROW

GRUBOWARSTWOWYCH

Warstwe

Nr. rezystora

Ro

1 szok (25 °€->180 °C—~25 °C)

5 szokow (25 26180 °C~25 °C)

R AR/Ry

R AR/R,

1

N~ WN

8

Wartdsci
$rednie

Warstwz

Nr. rezystora

Ro

1 szok (25 °€->180 °C~25 °C)

5 szokow (25 26180 °C~25 °C)

R AR/Ry

R AR/R,

1

N oo~ wWDN

8

Wartdsci
$rednie

Wyznaczy srednie zmiany rezystancipAR/Ro)s po jednym oraz po geiu szokach termicznych.




